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[57]申請專利範圍
1.　一種多晶片封裝結構，其包括：一金屬基板，所述金屬基板具有一第一鏡面區域及一第
二鏡面區域，其中所述第一鏡面區域及所述第二鏡面區域都設置在所述金屬基板的上表

面，且所述第一鏡面區域及所述第二鏡面區域彼此分離一預定距離；一電路基板，所述

電路基板設置在所述金屬基板上，其中電路基板具有多個應用於所述第一鏡面區域的第

一導電焊墊、多個應用於所述第一鏡面區域的第二導電焊墊、一用於裸露所述第一鏡面

區域的第一貫穿開口、及一用於裸露所述第二鏡面區域的第二貫穿開口；一發光模組，

所述發光模組包括多個設置在所述第一鏡面區域上的發光單元，其中每一個所述發光單

元包括多個設置在所述第一鏡面區域上的發光二極體晶片，且每一個所述發光單元的多

個所述發光二極體晶片以串聯方式電性連接於相對應的所述第一導電焊墊及相對應的所

述第二導電焊墊之間；一限流模組，所述限流模組包括多個設置在所述第二鏡面區域上

且電性連接於所述發光模組的限流晶片；一邊框單元，所述邊框單元包括一第一圍繞式

膠框及一第二圍繞式膠框，其中所述第一圍繞式膠框通過塗佈方式以圍繞地成形於所述

電路基板上且圍繞所述發光模組，以形成一第一限位空間，且所述第二圍繞式膠框通過

塗佈方式以圍繞地成形於所述電路基板上且圍繞所述限流模組，以形成一第二限位空

間；以及一封裝單元，所述封裝單元包括一第一封裝膠體及一第二封裝膠體，其中所述

第一封裝膠體容置於所述第一限位空間內且覆蓋所述發光模組，且所述第二封裝膠體容

置於所述第二限 位空間內且覆蓋所述限流模組。
2.　如請求項 1之多晶片封裝結構，其中所述第一鏡面區域具有一第一側端及一相反於所述
第一側端的第二側端，多個所述第一導電焊墊沿著所述第一鏡面區域的所述第一側端以

排列在所述電路基板上，多個所述第二導電焊墊沿著所述第一鏡面區域的所述第二側端

以排列在所述電路基板上，且所述電路基板具有多個分別鄰近多個所述第一導電焊墊的

第一備用焊墊及多個分別鄰近多個所述第二導電焊墊的第二備用焊墊。
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3.　如請求項 2之多晶片封裝結構，其中所述電路基板具有多個應用於所述第二鏡面區域的
第三導電焊墊及多個應用於所述第二鏡面區域的第四導電焊墊，且每一個所述限流晶片

電性連接於相對應的所述第三導電焊墊及相對應的所述第四導電焊墊之間，其中多個所

述限流晶片以並聯方式彼此電性連接，且所述電路基板具有多個分別鄰近多個所述第三

導電焊墊的第三備用焊墊及多個分別連接於多個所述第四導電焊墊的第四備用焊墊。

4.　如請求項 3之多晶片封裝結構，其中所述電路基板的上表面具有一絕緣保護層，所述絕
緣保護層具有多個焊墊開口，且多個所述第一導電焊墊、多個所述第一備用焊墊、多個

所述第二導電焊墊、多個所述第二備用焊墊、多個所述第三導電焊墊、多個所述第三備

用焊墊、多個所述第四導電焊墊及多個所述第四備用焊墊分別被所述絕緣保護層的多個

所述焊墊開口所裸露。

5.　如請求項 2之多晶片封裝結構，其中，其中兩個相鄰的所述第一導電焊墊為兩個第一串
聯導電焊墊，其中兩個相鄰的所述第二導電焊墊為兩個第二串聯導電焊墊，其中兩個相

鄰的所述第一備用焊墊為兩個第一並聯導電焊墊，其中兩個相鄰的所述第二備用焊墊為

兩個第二並聯導電焊墊，且兩個相鄰的所述發光單元通過兩個所述第一串聯導電焊墊及

兩個所述第二串聯導 電焊墊，以串聯方式彼此電性連接。
6.　如請求項 2之多晶片封裝結構，其中，其中兩個相鄰的所述第一導電焊墊為兩個第一並
聯導電焊墊，其中兩個相鄰的所述第二導電焊墊為兩個第二並聯導電焊墊，其中兩個相

鄰的所述第一備用焊墊為兩個第一串聯導電焊墊，其中兩個相鄰的所述第二備用焊墊為

兩個第二串聯導電焊墊，且兩個相鄰的所述發光單元通過兩個所述第一並聯導電焊墊及

兩個所述第二並聯導電焊墊，以並聯方式彼此電性連接。

7.　如請求項 1之多晶片封裝結構，其中所述第一圍繞式膠框從一第一起始點延伸至一與所
述第一起始點為相同點的第一終止點，且所述第一圍繞式膠框的頂端具有一因所述第一

起始點與所述第一終止點為相同點的塗佈方式所形成的第一接合凸部，其中所述第二圍

繞式膠框從一第二起始點延伸至一與所述第二起始點為相同點的第二終止點，且所述第

二圍繞式膠框的頂端具有一因所述第二起始點與所述第二終止點為相同點的塗佈方式所

形成的第二接合凸部。

8.　如請求項 1之多晶片封裝結構，更進一步包括：一橋式整流器，所述橋式整流器設置在
所述電路基板上且電性連接於所述限流模組與一交流電源之間。

9.　一種多晶片封裝結構，其包括：一金屬基板，所述金屬基板具有一內圈鏡面區域、一圍
繞所述內圈鏡面區域的外圈鏡面區域及一第二鏡面區域，其中所述內圈鏡面區域、所述

外圈鏡面區域及所述第二鏡面區域都設置在所述金屬基板的上表面，且所述內圈鏡面區

域、所述外圈鏡面區域及所述第二鏡面區域彼此分離一預定距離；一電路基板，所述電

路基板設置在所述金屬基板上，其中電路基板具有多個應用於所述內圈鏡面區域的第一

內圈導電焊墊、多個應用於所述內圈鏡面區域的第二內圈導電焊墊、多 個應用於所述外
圈鏡面區域的第一外圈導電焊墊、多個應用於所述外圈鏡面區域的第二外圈導電焊墊、

一用於裸露所述內圈鏡面區域的內圈貫穿開口、一用於裸露所述外圈鏡面區域的外圈貫

穿開口、及一用於裸露所述第二鏡面區域的第二貫穿開口；一第一發光模組，所述第一

發光模組包括多個設置在所述內圈鏡面區域上的第一發光單元，其中每一個所述第一發

光單元包括多個設置在所述內圈鏡面區域上的第一發光二極體晶片，且每一個所述第一

發光單元的多個所述第一發光二極體晶片以串聯方式電性連接於相對應的所述第一內圈

導電焊墊及相對應的所述第二內圈導電焊墊之間；一第二發光模組，所述第二發光模組

包括多個設置在所述外圈鏡面區域上的第二發光單元，其中每一個所述第二發光單元包

括多個設置在所述外圈鏡面區域上的第二發光二極體晶片，且每一個所述第二發光單元

的多個所述第二發光二極體晶片以串聯方式電性連接於相對應的所述第一外圈導電焊墊

(2)
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及相對應的所述第二外圈導電焊墊之間；一第一限流模組，所述第一限流模組包括多個

設置在所述第二鏡面區域上且電性連接於所述第一發光模組的第一限流晶片；一第二限

流模組，所述第二限流模組包括多個設置在所述第二鏡面區域上且電性連接於所述第二

發光模組的第二限流晶片；一邊框單元，所述邊框單元包括一內圈圍繞式膠框、一外圈

圍繞式膠框及一第二圍繞式膠框，其中所述內圈圍繞式膠框通過塗佈方式以圍繞地成形

於所述電路基板上且圍繞所述第一發光模組，以形成一內圈限位空間，所述外圈圍繞式

膠框通過塗佈方式以圍繞地成形於所述電路基板上且圍繞所述 第二發光模組及所述內圈
圍繞式膠框，以形成一位於所述內圈圍繞式膠框及所述外圈圍繞式膠框之間的外圈限位

空間，且所述第二圍繞式膠框通過塗佈方式以圍繞地成形於所述電路基板上且圍繞所述

第一限流模組及所述第二限流模組，以形成一第二限位空間；以及一封裝單元，所述封

裝單元包括一內圈封裝膠體、一外圈封裝膠體及一第二封裝膠體，其中所述內圈封裝膠

體容置於所述內圈限位空間內且覆蓋所述第一發光模組，所述外圈封裝膠體容置於所述

外圈限位空間內且覆蓋所述第二發光模組，且所述第二封裝膠體容置於所述第二限位空

間內且覆蓋所述第一限流模組及所述第二限流模組。

10.   如請求項 9之多晶片封裝結構，其中多個所述第一內圈導電焊墊沿著所述內圈鏡面區域
的其中一側端以排列在所述電路基板上，多個所述第二內圈導電焊墊沿著所述內圈鏡面

區域的另外一側端以排列在所述電路基板上，且所述電路基板具有多個分別鄰近多個所

述第一內圈導電焊墊的第一內圈備用焊墊及多個分別鄰近多個所述第二內圈導電焊墊的

第二內圈備用焊墊，其中多個所述第一外圈導電焊墊沿著所述外圈鏡面區域的其中一側

端以排列在所述電路基板上，多個所述第二外圈導電焊墊沿著所述外圈鏡面區域的另外

一側端以排列在所述電路基板上，且所述電路基板具有多個分別鄰近多個所述第一外圈

導電焊墊的第一外圈備用焊墊及多個分別鄰近多個所述第二外圈導電焊墊的第二外圈備

用焊墊。

11.   如請求項 10之多晶片封裝結構，其中所述電路基板具有多個對應於多個所述第一限流晶
片及多個所述第二限流晶片的第三導電焊墊及多個對應於多個所述第一限流晶片及多個

所述第二限流晶片的第四導電焊墊，每一個所述第一限流晶片電性連接於相對應的所述

第三導電焊墊及相對應的所述第四導電 焊墊之間，且每一個所述第二限流晶片電性連接
於相對應的所述第三導電焊墊及相對應的所述第四導電焊墊之間，其中多個所述第一限

流晶片以並聯方式彼此電性連接，多個所述第二限流晶片以並聯方式彼此電性連接，且

所述電路基板具有多個分別鄰近多個所述第三導電焊墊的第三備用焊墊及多個分別連接

於多個所述第四導電焊墊的第四備用焊墊。

12.   如請求項 9之多晶片封裝結構，其中所述內圈圍繞式膠框從一內圈起始點延伸至一與所
述內圈起始點為相同點的內圈終止點，且所述內圈圍繞式膠框的頂端具有一因所述內圈

起始點與所述內圈終止點為相同點的塗佈方式所形成的內圈接合凸部，其中所述外圈圍

繞式膠框從一外圈起始點延伸至一與所述外圈起始點為相同點的外圈終止點，且所述外

圈圍繞式膠框的頂端具有一因所述外圈起始點與所述外圈終止點為相同點的塗佈方式所

形成的外圈接合凸部，其中所述第二圍繞式膠框從一第二起始點延伸至一與所述第二起

始點為相同點的第二終止點，且所述第二圍繞式膠框的頂端具有一因所述第二起始點與

所述第二終止點為相同點的塗佈方式所形成的第二接合凸部。

13.   如請求項 9之多晶片封裝結構，更進一步包括：一橋式整流器，所述橋式整流器設置在
所述電路基板上且電性連接於所述第一、二限流模組兩者與一交流電源之間。

圖式簡單說明

圖 1為本發明第一實施例的多晶片封裝結構的上視示意圖。
圖 2為本發明第一實施例的多晶片封裝結構的剖面示意圖。
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圖 3為本發明第一實施例的多晶片封裝結構電性連接於定電壓源供應器的功能方塊圖。
圖 4為本發明第一實施例的多晶片封裝結構電性連接於交流電源的功能方塊圖。
圖 5為本發明第二實施例的多晶片封裝結構的上視示意圖。
圖 6為本發明第二實施例的多晶片封裝結構的剖面示意圖。
圖 7為本發明第二實施例的多晶片封裝結構電性連接於定電壓源供應器的功能方塊圖。
圖 8為本發明第二實施例的多晶片封裝結構電性連接於交流電源的功能方塊圖。

(4)

- 10097 -



(5)

- 10098 -



(6)

- 10099 -



(7)

- 10100 -



(8)

- 10101 -



(9)

- 10102 -


